(M Silizium-npn-Planartransistor

SF112

Der HF-Transistor SF 112 ist ein Si-npn-Planartransistar im = TO-5-Gehiuse.
Einsatz vernehmlich fir HF-Verstirker mittlerer Leistung und fiir Schalt-
wecke,

Statische Kennwerte (fir &, = 25°C — 5grd)

Kollektorreststrom
lepo = 0,002 < 1 uA (bei Ugg = 30V)

Emitterreststram
lepo = 0,025 < 1 pA (bei Ugg = 4 V)

Restspannung
Ucgsae = 0,8 < 1,5V (lc = 100 mA, g = 8,33 mA)

Gleichstromverstirkung
B=55->12 (bei Ugg = 2V, lg = 100 mA)

Dynamische Kennwerte (fir #; = 25°C — 5 grd)

Ubergangsfrequenz
fr = 40 = 10 MHz (bei Uce = 2V, le = 100 mA, fm = 18 MHz)

Basisbahnwiderstand
I"hbr = 20 = 45() :b!] Ucg = &V, lg = 5 mA, 'H = 50 HHZ}

Kollektorkapazitat
Com 75<90pF (bel Ugg =6V, Ic =10, In = 100 kHz)

Schaltzeitkonstanten
=061 ps|(bei Ugg=6V...Uggsap, lc=10...100 ma,
T =07<13pus| Rg =1kl R, =60L})
7= 0,1 ps (bei Uge = 6V...Uggear, lc = 0...100 mA,
Re = 1ki}, Ry = 30)

Grenzwerte (i, = 15 °C)

UEB = 3GV

Uce = 30V (bei Reg =0)

Ugg = 4V

le = 200 mA

lc =700 mA

la =100 mA

Pe = 400 mW (bei &, = 45°C)
% =150°C

8, =—40...4+125°C

Bestellbezeichnung fir einen Transistor: Transistor SF 112
Andsrungen varbehalven
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Masse ca. 1 g



